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Beschreibung 

Ansteuerschaltung fur Speicherzellenanordnung und Betriebsart 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ansteuerschaltung und 
ein dif ferentielles Lesekonzept fur nichtf liichtige Ein-Tran- 
sistor- Floating -Gate -Speicher . 

Bei einem Floating-Gate-Speicher wird die Information gespei- 
10 chert, indem mit einer oder mehreren Hochspannungen die La- 
dungsmenge auf dem Floating-Gate des Speichertransistors ge- 
0 andert wird, so dass der Speichertransistor unter bestimmten 
Bedingungen Strom leitet oder sperrt . Beim Auslesen der Zelle 
werden die Steuergates aller nicht zu lesender Speichertran- / 
15 sistoren auf einem niedrigen Potenzial (z. B. 0 Volt) gehal- 
ten, wahrend das Steuergate der zu lesenden Zelle auf ein ho- 
heres Lesepotenzial (z. B. 1,8 Volt) gebracht wird. Problema- 
tisch dabei ist, dass Speichertransistoren mit einem positi- 
ven Potential auf dem Floating-Gate an der gleichen Signal - 

2 0 leitung wie der zu bewertende Speichertransistor auch mit ei- 

ner niedrigen Steuergatespannung zu einem Lesestrom beitragen 
konnen und damit das Leseergebnis fur die zu lesende Spei- 
cherzelle verfalschen. 

05 Bisher wurde das Problem dadurch gelost, dass bei Zellen, die 
einen leitenden Inf ormat ionszustand haben sollen, das Float - 
ing-Gate-Potenzial so niedrig eingestellt wurde, dass im 
nicht selektierten Zustand kein Strom durch sie flieSt. Nach- 
teilig daran ist, dass die Hochspannung pulsweise angelegt 

3 0 werden und nach jedem Puis gemessen werden muss, ob die Zelle 

schon das richtige Floating-Gate-Potenzial erreicht hat. Au- 
Serdem muss fur den Fall, dass versehentlich ein zu hohes 
Floating-Gate-Potenzial erreicht wird, ein Recovery-Mechanis- 
mus vorgesehen werden. Zusatzlich wird durch das niedrige 
35 Floating-Gate-Potenzial in den Zellen der Lesestrom und damit 
die Lesegeschwindigkeit verringert und das Lesefenster einge- 
engt . 
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Floating - 
Gate-Speicher anzugeben, bei dem diese Probleme vermieden 
sind. 

5 Diese Aufgabe wird mit der Ansteuerschaltung fur eine Spei- 
cherzellenanordnungen mit den Merkmalen des Anspruches 1 bzw. 
mit der Betriebsart mit den Merkmalen des Anspruches 4 ge- 
lost . Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhangigen Anspru- 
chen. 

10 

Bei der erf indungsgemafien Anordnung aus Ansteuerschaltung und 
Speicherzellen werden die eingangs geschilderten Probleme 
vermieden, indem in die Zuleitungen zu den Speicherzellen je- 
weils ein Auswahl transistor fur eine Gruppe von Speicherzel- 

15 len, vorzugsweise 16 bis 32 Speicherzellen, eingefugt wird. 
Da die Speicherzellen in einem Speicher iiblicherweise in ei- 
nem matrixart igen Raster angeordnet und in Zeilen und Spalten 
unterteilt sind, wird zur Vereinf achung der Beschreibung an- 
genommen, dass die Gruppe von Speicherzellen in einem bevor- 

20 zugten Ausf uhrungsbeispiel eine Zeilengruppe bildet. Die er- 
f indungsgemafie Anordnung kann aber entsprechend vorgesehen 
sein, wenn eine Spaltengruppe in dieser Weise adressiert wer- 
den soil oder die Bezeichnungen von Zeilen und Spalten mit- 
einander vertauscht sind. 

jm 

Zum Lesen wird der Auswahltransistor zu einer Zeilengruppe 
geoffnet, wahrend die Steuergates aller Zeilen auf niedrigem 
Potenzial sind, und der Strom fur jede zu lesende Spalte, die 
durch diese Zeilengruppe fuhrt, wird gemessen und gespei- 

30 chert. Im zweiten Schritt wird das Steuergate bzw. werden die 
Steuergates der zu lesenden Zeile auf das hohere Lesepotenzi - 
al gebracht und der resultierende Strom mit dem vorherigen 
verglichen. Bei der erf indungsgemafien Anordnung stort ein 
Leckstrom durch die nicht selektierten Zeilen nicht, da nur 

35 die Dif ferenz zwischen dem Strom mit und ohne selektierte 

Zelle als MaSstab fur eine Entscheidung iiber die Information 
der Speicherzelle genommen wird. 



P2001 / 0538 DE E 



3 

Es folgt eine Beschreibung eines bevorzugten Beispiels der 
erf indungsgemafien Anordnung anhand der beigefiigten Figuren 1 
und 2, die anhand eines Ausschnittes aus der Speicherzellen- 
anordnung die beiden Schritte des Lesevorganges darstellen. 

In Figur 1 ist ein Ausschnitt aus einem Speicherzellenf eld 
dargestellt, bei dem die Speichertransistoren 1 gruppenweise 
jeweils mit einem Auswahltransistor 2 gemeinsam ausgewahlt 
werden konnen. In der Figur 1 sind zwei solche Gruppen von 
jeweils 16 bis 32 Speichertransistoren eingezeichnet, die je 
weils mit einem Auswahltransistor 2 verbunden sind. Der in 
Figur 1 oben eingezeichnete Auswahltransistor 2 wurde durch 
Anlegen eines Potenzials von typisch 1,8 Volt an den Gate-An 
schluss 3 geoffnet, so dass die zugehorigen Speichertransis- 
toren ausgelesen werden konnen. Da alle diese Speicher noch 
mit einem Gatepotenzial von 0 Volt gesperrt sind, flieSt zu- 
nachst nur der Ausgangsstrom II. 

In der Figur 2 ist der nachste Schritt des Lesevorganges dar 
gestellt, bei dem der Gate-Anschluss 5 eines ausgewahlten 
Speichertransistors 4 ebenfalls auf typisch 1,8 Volt gelegt 
wird. Der Speicherinhalt dieses Transistors kann daher ausge 
lesen werden, so dass jetzt ein Ausgangsstrom 12 f lielSt . 
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Patentanspruche 

1. Ansteuerschaltung fur eine Speicherzell enanor dnung 

mit einer Anordnung von Speichertransistoren (1), die jeweils 
5 einer Speicherzelle zugeordnet sind, und 

mit einer Ansteuerschaltung, die fur eine Auswahl eines Spei- 
chertransistors und zum Schreiben oder Lesen einer Informati- 
on in die Speicherzelle vorgesehen ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
10 jeweils einer Gruppe von Speichertransistoren ein Auswahl - 

transistor (2) zugeordnet ist, mit dem die Speichertransisto- 

•ren dieser Gruppe gemeinsam ausgewahlt werden konnen . 

2. Ansteuerschaltung nach Anspruch 1, bei der 

15 die Gruppe von Speichertransistoren, die jeweils mittels ei- 
nes Ansteuertransistors ausgewahlt werden konnen, 16 bis 32 
Speichertransistoren umfasst. 

3. Ansteuerschaltung nach Anspruch 1 oder 2, bei der 

20 die Speichertransistoren einer Gruppe jeweils in einer Zeile 
oder in einer Spalte der Speicherzellenanordnung angeordnet 
sind. 

4. Betriebsart einer Ansteuerschaltung fiir eine Speicherzel- 
_Jp5 lenanordnung, die aufweist 

eine Anordnung von Speichertransistoren (1) , die jeweils ei- 
ner Speicherzelle zugeordnet sind, 

eine Ansteuerschaltung, die fiir eine Auswahl eines Speicher- 
transistors und zum Schreiben oder Lesen einer Information in 
30 die Speicherzelle vorgesehen ist, und 

mindestens einen einer jeweiligen Gruppe von Speichertransis- 
toren zugeordneten Auswahl transistor , mit dem die Speicher- 
transistoren der jeweiligen Gruppe gemeinsam ausgewahlt wer- 
den konnen, 

35 dadurch gekennzeichnet, dass 

in einem ersten Schritt der Auswahltransistor zu einer Gruppe 
von in Zeilen bzw. Spalten angeordneten Speichertransistoren 
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geoffnet wird, wahrend Gate-Anschliisse der Speichertransisto- 
ren aller Zeilen bzw. Spalten auf niedrigem Potenzial sind, 
und der Strom fur jede zu lesende Spalte bzw. Zeile, die 
durch diese Gruppe f uhrt , gemessen und gespeichert wird und 
in einem zweiten Schritt der Gate-Anschluss einer zu lesenden 
Zeile bzw. Spalte auf ein hoheres Lesepotenzial gebracht wird 
und ein resultierender Strom mit dem zuvor gemessenen Strom 
verglichen wird. 



P2001,0538 DE E 



6 

Zusammenf assung 

Ansteuerschaltung fur Speicherzellenanordnung und Betriebsart 

In die Zuleitungen zu den Speicherzellen (4) wird jeweils ein 
Auswahltransistor (2) fur eine Gruppe von Speicherzellen, 
vorzugsweise 16 bis 32 Speicherzellen, eingef ugt . Zum Lesen 
wird der Auswahltransistor zu einer Zeilengruppe geoffnet, 
wahrend die Steuergates aller Zeilen auf niedrigem Potenzial 
sind, und der Strom fur j ede zu lesende Spalte, die durch 
diese Zeilengruppe fuhrt, wird gemessen und gespeichert . Im 
zweiten Schritt wird das Steuergate (5) der zu lesenden Zeile 
auf das hohere Lesepotenzial gebracht und der resultierende 
Strom mit dem vorherigen vergleichen. 



Figur 2 



